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W. GRZEJSZCZYK, B. SURMA, A. BUKOWSKI: Krzem monokrystaliczny otrzymywany metody Czochralskiego
o ulepszonych wtasnosciach

Opisanc niektére osiggnigcia ulepszania jakosci krzemu monokrystalicznego wytwarzanego metodq
Czochralskiego. Oméwiono takie wasnosci materiatu, jak: jednorodnos¢ osiowego i radialnego roz-
ktadu tlenu na okredlonym poziomie koncentracji w krysztale, obnizong gestos¢ defektdéw oraz przy
datno$¢ materialu do geterowania wewngtrznego.

Przedstawione ulepszenia jakosciowe krzemu uzyskano w wyniku prac badawczych i technologicznych
przeprowadzanych w ITME.

W artykule nawigzano réwniez do $wiatowych ulepszeri technologii krzemu, niezbgdnych w produkcji
krzemowych uktadéw scalonych VLSI i ULSI.

H. BLIZNIAK, W. DALECKI: Otrzymywanie miedzi wysokiej czystosci

Przedstawiono przyktadowe wyniki badar proceséw doczyszczajgcych miedZ, tj.: procesu rafinacji
elektrolitycznej oraz procesu topienia strefowego. Eksperymentalnie potwierdzono, ze zestawienie
powyzszych proceséw doczyszczajgcych w jedng technologig umozliwia otrzymywanie miedzi o czys-
tosci 99,999%.

I. PRACKA, W. GIERSZ, W. JELENSKI, J. WIECHULA, H. JANUS: Badanie efektu piroelektrycznego
plytek niobianu litu o réznej orientacji

Badano wasnosci piroelektryczne i wyladowania elektryczne w gazie przy powierzchni plytek LiNbO
o orientacji X, Y, 36°Y, 128°Y i 163°Y. Stwierdzono, 2e wspéiczynnik piroelektryczny p. ma naj-
wigkszg wartos$é w ptytkach o cieciu 128°Y. Wykazano, ze wyladowania elektryczne w gazié otacza-
Jacym plytki LiNbO3 pojawiajgce sig podczas zmian temperatury sg zwigzane z piroefektem.
Intensywno$¢ wyladowari zalezy od szybkos$ci zmian temperatury, rodzaju cigcia i rodzaju gazu ota-
czajgcego prébke. Dla réznych gazéw ustalono temperature graniczng, przy ktérej wytadowania zani-
kajg.

Zasugerowano fizyczne przyczyny zwiekszone) czestotliwosci pgkania piytek o orientacji 128°Y pod-
czas ich wycinania.

H. TOMASZEWSKI: Wp}yw udzialu rozproszonej fazy metaliczne) na wlasnosci termomechaniczne
tworzywa korundowego

Jak wykazaly badania, wprowadzenie proszku molibdenowego do tworzywa korundowego prowadzi do
istotnego pocwyzszenia jego odpornosci na pgkanie i Scieranie. Jest ono wynikiem oddziatywania
pola naprezert frontu makrospgkania z fazg metaliczng o nizszym module Younga i wyzszej plastycz-
nosci anizeli korundowa matryca.

t. KACZYNSKI, J. PADUCH: Efekt kontaminacji w mikroanalizie rentgenowskie]j

W pracy oméwiono przyczyny zjawiska kontaminacji, oceniono jego wptyw jako efektu aparaturowego
na wyniki. Scharakteryzowano i poréwnano stosowane metody antykontaminacji, z ktérych najskutecz-
niejsza okazalta sig metoda dmuchu gazowego.
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W. GRZEJSICZYK, B. SURMA, A. BUKOWSKI: Czochralski silicon single crystal material of improved
quality

Recent progress in the quality improvement of Czochralski silicon single crystal material is
described.

The following properties of material are discussed:

a) axial and radial uniformity of oxygen contents of the predetermined level,

b) applicability to internal gettering process

c) reduction of structural defects density.

The research and technological works in ITME leading to silicon quality improvements are
presented in the paper.

The recent advances in the quality of silicon material applied to manufacturing of VLSI and ULSI
devices are also reviewed.

H. BLIZNIAK, W. DALECKI: Production of High Purity Copper

In the paper, the selected results of the investigations on the purification processes of copper
i.e. electrolitic refining and zone melting process are presented.

It is experimentclly confirmed, that the combination of the two above processes enables to
obtain copper of 99,999% purity.

I. PRACKA, W. GIERSZ, W. JELENSKI, J. WIECHULA, H. JANUS: Study of Pyroelectrical Effect for
LiNbD} Plates of Different Orientation

The pyroelectrical properties and electrical discharges in gases near the surfaces of X-, Y - cut
wafers and 36°, 128° and 163° rotated Y - cut wafers of LiNb03 are studied. The largest value of
the pyroelectrical coefficient is found for the 128° rotated Y - cut wafers. The relationship
between electrical discharges appearing over the temperature change in the vicinity of LiNbO3
wafers and the pyroeffect is demonstrated. The intensity of the discharges depends on the rate

of the temperature changes, on the kind of the crystal cutting and on the kind of the surrounding
gas. The temperature limits at which discharges disappear for different gases are determined.

The physical reasons for higher rate of 128°Y oriented wafers breaking during the cutting
processes are suggested.

H. TOMASZEWSKI: Influence of metallic dispersed phase content on thermomechanical properties
of alumina ceramics

As it was observed, introduction of molybdenum powder into alumina ceramics enhances their
resistance to fracture and grinding. Interaction of the macrocrack front with metallic phase
with lower Young s modulus and higher plasticity than alumina matrix is probably mechanism
responsible for observed toughening.

L. KACZYNSKI, J. PADUCH: Effect of contamination on x - ray microanalysis

The reasons of contamination are discussed and its effect on the determination of elements
content is estmated. The decontamination methods are characterized and compared. The gas jet
technique is established as the most effective decontamination method.
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B. IKEAIYK, B. CYPMA, A. BYKOBCKM: MOHOKpMCTAJHYeCKHH KPeMHHA C yayumeHHbIMH
cBoficTBaMu nmosyueHHu# meronom HYoxpasabCKXOro

[lpex ioxeHO HEKOTOpHe YCHeXH MO NOJYYeHH MOHOKPHCTAJJNHYECKOrO KDeMHHA C yJyuweH-
HHMH CBOHcTBaMH. OOCyXXeHO crejiywmue cCBOHCTBA KpeMHHA: OCeBOR u nonepeyHui pac-
6poC KOHUEHTPALMH KMCIOPOJA Ha OnpelelleHHOM YPOBHE KOHUEHTPauWW B KpHCTaje, MNpu-
FOLZHOCTh MaTepudda IO mpouecca BHYTPeHHEro reTeppHpoBaHHA, MNOHHXEHHAaA NJIOTHOCTh
nedeKTOB B KpeMHe.

Bume OOCyxJeHH cCBOHCTBA YJNYyYmEHHOIO KPeMHMA CleJaHO B CJelCTBe MCHNOJNHEeHHA Hccle-
KOBaTeNbCKHX pa3paloTok B MHCTHTyTe (BHyTpeHHHe OTUETH UTM3). B paGoTe ccmaarcs
TOXe Ha MHDOBHH YPOBEeHb KDEeMHUA IJA HHTErpalbHuX CxeM OOoJbuWero ¥ CBepX-G6oJabmero
CTeneHH HMHTEerpalHH.

X. BJH3HAK, B. JAJEUKWH: [lony4yeHHe MeIH BHCOKOH YHCTOTH

[lpencraBieHO NPMMEPHHEe pe3yJbTaTH HCCJelNOBaHMH NpOLEeCCOB OYMCTKM MejHM: mpouecc
3JEKTPOJUTHYECKOTO padMHHPOBAHMA M 3O0HHOH maaBKH.

JKCNepHMEeHTAaNbHO NOATBEpPXIEeHO, YTO COCTaBJeHHE BHIe YNOMAHYTHX MPOLECCOB OYUCTKH
B OJHY TEeXHOJOruK LAET BO3MOXHOCTE MOJYYEHHA MeIH YUCTOTOH 99,999%.

M. MPAUKA, B. T'MEPll, B. EJEHbCKU, E. BHMEXYJIA, X. fHYC: HccremoBaHue NMHPOIAEKTPH~
yeckoro 3pdexra o6pas3noB HHoOaTa JMTHA PA3HOK ODMEHTHDOBKH

Mu ucCCaenOBaNH MHPOJJIEKTpHUYECKHe CBoHcTBa M BNEeKTPHYECKYl PEa3pAAKy p rasax mp
noBepxHocTH oOpasuos LiNbO3 npu openruposke X, ¥, 128°Y, 36°Y u 1637Y.

MH yCTaHOBHIM, HYTO nnpoaaexrpugecxuﬁ KoedbuLHEHT pj MMeeT camoe OoJbmoe 3HaYeHue

B NJAaCTHHKaX B OpPeHTHpoBKe 1287 Y. M yOeiHIHCh, UYTO JJEKTPUUYECKHe pa3pAlKH B ra-
3ax, oxkpyxabmyx miacTuHkx LiNb03 noABaAlmHeCA BO BpeMs NepeMeH y3MeHeHHA Temmnepa-
TYpH CBA3HWBAKWTCA C nupoddppekramn. MHTEHCHBHOCThL pPa3pAJNOK 3ABUCHT OT CKOPOCTH H3-
MEeHeHMA TeMInepaTypH, BHJa pa3pesa H BHIa rasa, Ooxkpyxawmero o6paseu. Jlad pasHoro
BMIa ra3soB MH ONpeJeJHJH MAaKCHMaJbHYW TeMIepaTypy, NpH KOTOPOH paspAlikM HCYe3anT.
Mu gpexnoxaraem PU3MYECKHMe NPUUYHMHH YACTOTA TPECAHUA NIACTHHOK NPH OPUEHTHUPOBKe
128°Y BO BpeMA HX MexaHu4Yecko#t oO6palOTKH.

X. TOMAWEBCKU - BauAHHe yvyacTHA pacCeAHHOM meranrauveckolt dasn Ha TepmoMexaHHuYec—
KHe CBoOlicTBa KOPDYHIOBOHM KepamMuKH

Kak uccaenorano, BBeJeHHe MOpPOmMKA MOJHOJeHa B KODYHAOBYKH KepaMMKy BelET K cymecTr-
BEHHOMY MNOBHmMeHMH e& CTOHKOCTH Ha TpeckaHHWe H cTupaHHe, OHO peayJbTaTOM BO3Jjel-
CTBHA NJOMAJM HanpsxeHHH MaKpPOTpemMHH C MeTannndeckod dasoht o6 moayne ura Huxe

H NJaCTHYHOCTLIO BHmE YeM KOPYHIOBad MaTpHIa.

Ji. KAYMHbCKM, 0. NALYX - Caou 3arpA3HeHMH B PEHTreHOBCKOM MKKpOAaHaJu3e

llpeacTaBieHO NPUUYMHH dddexTa 3arpasHeHuH B pesyibTare NOJHMEpH3ALHH NMOJL LelCTBHeM
3JeKTPOHHOrO NyyYKa ajcopOHPOBAHHHX BemMecTB, MOKA3aHO BJHAHME OTOro ddpdeKTa Ha H3—
ME@peHOl WHTEeHCHBHOCTb, B pafoTe pacCMOTPEHH MeTOAW GOpPbOH C 3arpA3HEHUAMH - Kak
XOJNOJHAA MOBEPXHOCTh M CTPyH Boaxyxa.




INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materialéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

1

10.

1

12.

13.

14.

Objetosci artykutow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,z marginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcejniz 31 wierszy po
65 znakoéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywa¢ osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajgcy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w 3 egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwniez w 2 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajgce teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac¢ na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawa¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracja nalezy objac¢
rysunki i fotografie tgcznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielko$ci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé otowkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych” uwazany jest za
rébwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byla drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwg
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytulu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespét Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na rowne czesci.
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